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(57) Лінійка напівпровідникових приймачів випро-
мінювання для скануючих цифрових рентгеногра-

фічних систем, що складається з лінійки напівпро-
відникових фотодіодів, підсилюючого екрана та 
відсіюючого растра, яка відрізняється тим, що 
підсилюючий екран виконаний з комірок, аналогіч-
них по формі та розмірах напівпровідникових комі-
рок, кожна з яких відділена одна від одної перети-
нкою з оптично- та рентгенонепрозорого 
матеріалу. 

 
 
 

 
 
 

Запропонована корисна модель відноситься 
до конструкцій лінійок напівпровідникових прийма-
чів випромінювання для скануючих цифрових рен-
тгенографічних систем та може бути використана 
на підприємствах електронної промисловості та 
медичної техніки для виготовлення рентгенівських 
приладів, наприклад, рентгенівських флюорогра-
фічних кабінетів. 

В теперішній час широко відомі лінійки напівп-
ровідникових приймачів рентгенівського випромі-
нювання, у яких лінійна матриця з множини (1024 
та більше) фотодіодів з кремнію склеєна з переви-
промінюючим екраном [1, 2]. Екран з люмінесцен-
тного матеріалу перетворює рентгенівське випро-
мінювання в оптичне, а напівпровідникова 
кремнієва лінійка перетворює оптичне випроміню-
вання у електричні цифрові сигнали. У кінцевому 
результаті отримане цифрове рентгенівське зо-
браження визначається кількістю пікселей (числом 
детекторів випромінювання у лінійці), а його конт-
растність залежить від контрастності перевипромі-
нюючого екрану. 

Недоліком відомих аналогів є те, що у переви-
промінюючому екрані відбувається "засвічування" 
сусідніх фотодіодів та виникає певний "фон", який 
зменшує контрастність зображення. 

Найбільш близьким технічним рішенням, при-
йнятим за найближчий аналог, є цифровий рент-
генодіагностичний прилад, у якому перед підсилю-

вачем рентгенівського зображення встановлюєть-
ся рентгенівський відсіюючий растр [3]. Такий 
растр зменшує фон, однак так як він відсіює якусь 
частину рентгенівського випромінювання, його 
виготовляють із спеціального рентгеноослаблюю-
чого матеріалу з високим коефіцієнтом поглинан-
ня, а мікроканали виконують за допомогою склад-
ної високовартісної технології. 

Таким чином, недоліком відомого технічного 
рішення є його технологічна складність виготов-
лення. Крім того, растр ослаблює тільки фон від 
рентгенівського випромінювання, але не ослаблює 
фон оптичного "засвічування" у перевіпромінюю-
чому екрані. 

Задачею запропонованої корисної моделі є пі-
двищення контрастності та спрощення виготов-
лення системи цифрової реєстрації рентгенівсько-
го зображення. 

Поставлена задача досягається тим, що ліній-
ка напівпровідникових приймачів випромінювання 
для скануючих цифрових рентгенографічних сис-
тем, що складається з лінійки напівпровідникових 
фотодіодів, підсилюючого екрану та відсіюючого 
растра, яка відрізняється тим, що підсилюючий 
екран виконаний з комірок, аналогічних по формі 
та розмірах напівпровідникових комірок, кожна з 
яких відділена одна від одної перетинкою з оптич-
но- та ренгенонепрозорого матеріалу. 

Новизна запропонованого технічного рішення 
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полягає у тому, що, використовуючи суміщення 
двох відомих рішень (перевипромінюючий підси-
люючий екран та растр), автори отримали додат-
ковий позитивний ефект, а саме растр ослаблює 
не тільки фон рентгенівського випромінювання, 
але й фон оптичного "засвічування" у перевіпромі-
нюючому екрані. Корисність запропонованого тех-
нічного рішення обумовлена спрощенням констру-
кції, тому що використаний принци 2 в 1. 
Технологія виготовлення маски з комірками для 
заповнення їх матеріалом, який перевипромінює, 
може бути реалізована методами фотолітографії 
або лазерною обробкою ("пропалюванням") фоль-
ги з різних металів (Аl, Cu, Mo, W та інші). 

Приклад реалізації. Для створення матеріалу, 
що перевипромінює, був використаний люмінофор 
Y2OS(Еu), який використовують у промисловості у 
якості червоного люмінофору для кольорових кі-
нескопів. 

Цей люмінофор має цілу низку переваг у порі-
внянні з тими, яки широко використовують у тепе-
рішній час: 

довжина хвилі максимуму оптичного випромі-
нювання від 625 до 650нм, що відповідає макси-
муму спектральної чутливості кремнієвих фотодіо-
дів; 

низька гігроскопічність, стійкість до дії розчинів 
кислот; 

висока радіаційна стабільність; 
технологічні аспекти отримання структур з ви-

сокою інтенсивністю світіння широко відомі. 
Була також створена маска з комірковою стру-

ктурою, у якої розміри перевипромінюючих елеме-
нтів співпадають з розмірами фотодіодів лінійки, а 
розміри непрозорих областей співпадають з роз-
мірами зазору між фотодіодами. Товщина маски з 
комірковою структурою була рівною або переви-
щувала товщину перевипромінюючої речовини на 
10-20% і складала 300-350мкм. Конструктивно 
перевипромінюючий екран складався з підкладки, 

виконаної з прозорого для рентгенівського випро-
мінювання матеріалу, до якої приєднані порошкові 
сцинтиляційні елементи та непрозора маска. Мас-
ка була виготовлена методом лазерної літографії 
на лазерному технологічному комплексі ЛТ16-
400/500, який дозволяє реалізувати роздільну зда-
тність до 8 ліній на мм. Були виготовлені дві маски 
з коварової фольги сумарною товщиною 150мкм. 
Розмір непрозорої області складав 200мкм, а про-
зорої - 300мкм. Для приєднання перевипромінюю-
чого екрану до лінійки фотодіодів використали 
шар неорганічного в'яжучого товщиною від 2 до 
5мкм. Для порівняння характеристик виготовлено-
го екрану були проведені дослідження перевипро-
мінюючих екранів виробництва Інституту монокри-
сталів НАН України (м.Харків). Ці екрани 
представляють собою лінійки монокристалів 
ZnSe(Te), які розділені шарами діелектричної ком-
позиції з Аl2О3 - ТiO2 товщиною 150мкм. 

Вимірювання та дослідження розподілу інтен-
сивності світіння досліджених зразків показало 
збільшення контрастності зображення при викори-
станні запропонованого перевипромінюючого ек-
рану від 1,5 до 2 разів. 

Враховуючи, що запропоноване рішення мож-
на зіставити із своєрідною маскою, автори просять 
присвоїти назву "МАСКА" запропонованій лінійці. 
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